
5. Гетероструктуры и сверхрешетки
Наблюдение суперлюминесценции из метаморфного GaAsSb, выращенного на GaAs
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Использование метаморфных буферов InGaAs, выращенных на GaAs позволяет создавать лазеры на квантовых ямах в диапазоне 1.3 мкм [1]. Данная работа посвящена изучению свойств другого метаморфного буфера GaAsSb, интерес к которому возник в последнее время [2]. 
Структура с 0.5 мкм метаморфным буфером GaAs0.9Sb0.1 была выращена методом МОС-гидридной эпитаксии при атмосферном давлении на GaAs подложке. В качестве источника сурьмы использовался триметил сурьмы. Структурные исследования показали что степень релаксации напряжений составляет~0.5. Исследования морфологии поверхности показали зеркальную гладкость поверхности (высота характерной неровности ~ 5 нм). Для изучения оптического качества структуры были проведены измерения спектров фотолюминесценции (ФЛ) при непрерывном и импульсном лазерном возбуждении. Был также измерен спектр прохождения излучения через образец. Результаты этих измерений приведены на рисунке.
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При непрерывном возбуждении наблюдается широкий пик ФЛ в окрестности (=1000 нм. При импульсном возбуждении пик обужается, что свидетельствует о возникновении суперлюминесценции (в структуре отсутствовали зеркала). Возникновение суперлюминесценции указывает на хорошее оптичеcкое качество структуры. Отметим, что буфер образует волновод, поскольку его показатель преломления больше, чем у GaAs. Отсутствие в спектре прохождения длинноволнового "хвоста" также указывает на хорошее оптическое качество выращенного буфера.
Работа выполнена при поддержке РФФИ и Правительства Нижегородской области (проект № 15-42-02186 — р_поволжье_а).
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